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Si-nm=Darlington-leistungaschal tiransistor

Anwendung: Kfz.-Zlindschaltungen
Schalten induktiver Lasten

Besondere Merkmale: Multiepitexial-Mesa=Technik
Monolithischer Darlington
Integrierte Schutzdigde
Glaspassivierung
hohe Sperrspammung
grobe Robusthait

——=lm featigungablech und Eihlfahne
mit Kollektor verbunden
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Grenzwerte

pild 2: Grenzwert der Gesamtvarlustleistung
in Abhingigkeit von der OehBuse=
temperatur

Diese Werte gelten im gesamten Bereich der Sperrschichttemperatur, wenn nichts anderes angegeben

ist.
Kurg= Ein=
selchen min, t¥Pe MEX, heit Bamerkung
Kollaktor-Emitter- u, 450 U = =2¥
CEY HE
S pannung
Uspo 400 Iy = 0
Emitter-Basis- UE:EI! g ¥
Spannung
Eollaektcratrom Iogat T A ?ufﬁlmillnﬂh
(Nemmatrom) )
IG 10 A
Ioy 15 A t, 210 ms, ¢F0,1
<Ig T A Iy der
Loy 15 A t, & 10 ms, 53 0,1; Iy
Tera-
dicde
Basisstrom 11! 2,5 A
p A A 1pi1an. dh 0,1
Gesamtverlust- Piot 105 ] T =25 9%
leistung =
Sperrschicht- T 150 %
temperatur d
Gehiuse temperatur T =40 150 g
10 N einmalig beim Biegen

Zugkraft an den An-
schllissen

Dauer <10 &




2/87 (1) 3 50 311

Gremzwerte  (Portsetzung)

Eurs= Ein=-

zeichen min. 13- max. heit Bemerkung
Pruckkraft an den 2 H elnmelig bedm Montleren
Anschlllasen
Anzehl der Bisgungen 1 nur sbwickeln ohme gurilck-
dar Anachllase subiegen

Biegewinkel & 90°
Biegeredius & 1,5 mm
Abstand vom Kunststoff-
ktrpar 1,5 mm

Kennwerte tbiii‘a-zi“{:-ili]

Kurz- ; Ein=

seichen min., t¥p. max. helt Prifvedingungen
Kollektor-Emitter= Ueppy opg 400 V Ipg=0;I;=0,14
Purchbruchapannung t, < 1 ms, Einselimpuls
- Kollektor-Emitter— I 1 mh Uy, = 450 ¥V, U, = O
Reststrom CBS e e
Emitter=Eagis= 1 mi I.=0, 0 = 5%
Reatstrom *eB0 ¢t e
Kollektor-Emitter= U 1,8 v I.=TA
BEttigungsspannung Chant 2 ¢
Basis-Emitter=- 2,5 v I = 0,74 4 t 21 ma
SHttigungespannung UBEast > B g P
KEollektor=Basis l:znIHIL 200 In = 3 A Einzel=
Btromverhiltnis Uy =5 V impuls
Negative Kollektore U : R oIy m I, =TA
Emi tter-3panniung CE v R
Durchlafapannung der
Inversdiode Upm 3 v
Spedcherzeit L 3 Jue Ohmsche Last I, = T A
Abfallzeit ty 2,3 jue Ig = 0,14 &, Ugpr ey = =5V,
u‘l:ﬁ = ¥
Immersr Whirme- R 1.2 EM
widerstand thyjo '
Bestellbezel chnung

Bezeichnung eines Leistungeschalttransistors vom Typ SU 311:
Transistor 5U 311 TGL 45039

Stand 8
Erzreugnisstandard TGL 45038
Erzeugnisgruppenstandard TGL 24247
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